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На основі шаруватих бінарних сполук А3В6 (ІnSе, GаSе) методами 
ван-дер-ваальсового контакту [1], термічного окислення [2] 
виготовлено фотоперетворювачі р–n-InSe, p-GaSe–n-InSe та власний 
оксид–p-InSe з високими і відтворюваними параметрами: діодним 
фактором n=1,4–1,7; коефіцієнтом випрямлення К=102–103; напругою 
холостого ходу Uхх=0,55–0,65 В; струмом короткого замикання Jкз=3–
10 мА/см2. Досліджено вплив гальмівного - (Е=1–34 МеВ, доза 140 
кГр) та електронного (Е=12 МеВ, доза 310 кГр) випромінювань на 
ВАХ, ВФХ та спектральні характеристики структур. Здійснено 
порівняння з опроміненим за аналогічних умов промисловим 
фотодіодом типу ІТО–p-Si. 
Використані дози опромінення виявились критичними для 
параметрів фотодетектору на основі кремнію, викликаючи його 
сильну деградацію. Монохроматичні ампер-ватна SI і вольт-ватна SU 
чутливості кремнієвої структури зменшились відповідно в 9 і 6 раз 
після гамма- та в 8 і 10 раз після електронного опромінення. Це ж 
стосується величин Uхх та Jкз: їх спад відповідно склав 13 і 53 % для -
квантів та 12 і 50 % для електронів. У той час, фотоперетворювачі на 
основі шаруватих кристалів (у залежності від типу) продемонстрували 
для гамма-опромінення збільшення величин SI на 23–36 %, SU на 11–
44 %, Uхх на 4–12 % і зменшення Jкз на 2–12%. При опроміненні 
електронами спостерігалася наступна зміна параметрів: зростання SU 
на 8–40 %, Uхх на 2–12 %, спад SI на 7–13 %, Jкз на 5–18%. 
 
1. В.Л. Бакуменко, З.Д. Ковалюк, и др., ФТП. 12, 374 (1978). 
2. В.Н. Катеринчук, М.З. Ковалюк, Письма ЖТФ. 18, 70 (1992). 
